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BaFe2(As1-xPx)2のバンド構造とフェルミ面の組成依存性 
Composition dependence of band structure and 

Fermi surfaces in BaFe2(As1-xPx)2 
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多くの鉄系超伝導体において、超伝導ギャップはフェルミ面全体にわたって

開いており、対称性が s波である可能性が有力となっている。一方、
BaFe2(As1-xPx)2 [1] においては、ギャップノードの存在が磁場侵入長、熱伝導

率 [2]、NMR [3] によって示唆されている。 

角度分解光電子分光 (ARPES) による Ba1-xKxFe2As2の研究は、フェルミ面

の 2 次元的ネスティングが超伝導に重要であることを示唆している。しかし、

BaFe2As2系では 3 次元性の強いフェルミ面がバンド構造計算によって予測さ

れ、実際ARPESによって確認されている。BaFe2(As1-xPx)2においては、P置換

量が増えるにつれてフェルミ面の 3 次元性が増す傾向がバンド計算によって

予測されており、これはP置換がc軸長およびニクトゲン高さを減尐させること

によるものと考えられる。フェルミ面ネスティングと超伝導の関係を明らかにす

るためには、BaFe2(As1-xPx)2における 3 次元的電子構造を実験的に詳細に調

べ、電子構造の組成変化と超伝導相の対応を明らかにする必要がある。 

本研究では、BaFe2(As1-xPx)2 (x = 0.38 [4], 0.6, 

0.9)の ARPES を行い、フェルミ面とバンド分散を

詳細に調べた。図1のように、バンド構造計算によ

って予測された 3 次元的なフェルミ面を観測した。

バンド構造とフェルミ面の P 置換量依存性につい

て議論する。 
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図 1: k//-kz面における 

フェルミ面マッピング。 


